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OEM:Valvo

Transistor BCZ10 Datasheet

BCZ10

BCZ 1
BCZ12

SILIZIUM - p-n-p — NF-TRANSISTOREN

Mechanische Daten:

Gehluae: Allglas mit
Metal lumbi]l lung

Farbpunkt: Eollektorseite

Alle Elektroden sind vom
GehBuse isoliert.

MaBangaben in mm.
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max. 15 nicht verzinnt

Eurzdaten:

Eollektor-Sperrspannung

Eollektor-Emitter-
Sperrapannung

EKollektorstrom,; Scheitelwert

Gesamtverlustleistung
bei 8 = 45 °C

Sperréchichttemperatur

EurzechluB-Stromverstlrkung
bei ~Uop = 6 V, =Ip = 1 mA

Grenzfrequensz
bei ~Upp = 6 ¥, ~Ip = 1 mA

Vg o =
-UBE o -
=Ty =
Piot ™
8, -
B -
1 -

BCZ_10 BCZ 11 BCZ 12

max, 25 28 60 v
III.LEE 25 60 Vv
mAX. ;ﬂ mhA
MAX, 210 o
mAX, 150 oq
25 as 16
1,0 1,8 1,0 MHz
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BCZ 10

BCZ M
BCZ12

Absolute Grenzwerte: [glltig bis &J nnI}
BCZ 10, BCE 11 BCZ 12
Eollektor-Sperrapannung bei Ip = 0: =Ucp g = max. 25 60 vV
Eollektor-Emitter=Sperrspannung
bei Ig = 0: ~Upg g = max. 25 60 v
Emitter-Sperrspannung bei Tp = O =Upg g = max. 20 o v
Eellektorstrom: -Ipn = mAX. 50 mA
Basisstrom: -1y = MAXa 15 mA
Gesamtverlustleistung: Ptbt = MAX. 300 mW 1}

Sverrachichttemperatur: G | = MAXs 150 |
Lagerungstemperatur; ﬂs = min. =55 o
Bg = mAX. 150 og

WEirmewiderstand:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung
ohne Etfthlschelle: By o s 0,5 grd/m¥W
mit Kithlschelle 56 200: Ry % 0,42 grd/mW

WErmewideratand zwischen Sperrschicht und GehNuase: ch G g 0,35 ;rdflﬁ

1} vgl. Gremzkurve Py o oo = f {&U}

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor BCZ10 Datasheet

BCZ10
BCZ1
BCZ12

Eennwerte: (hei By = 25 nC, sofern nicht anders angegeben)

BCZ_10 BCE_11 BCZ.12
Hollektor-Reststrom
bei =U =10V, Ig = 0: =1 = 0,001 0,001 0,01 BA
| CB ] E CB O ‘{Slﬂiii {S.‘L-"lj {_S 6.1}’
bhei =U =10V, Ig =10
CB + LB ¥
8; = 100 °C: -Iggpg = 0,1 (5 10) kA
Emitter-Reststrom
bei —Upg = 10V, Ip = 0: ~Igg o = 0,001 0,001 0,01 A
(80,1) (50,1) (50,1)
bei =Upg = 10V, Ip =0
EB v A0 ¥
8y = 100 °C: ~Igg p = 0,1 (5 10) WA
Eollektor-Emitter-Restapannung
bei ~Ip = 7 mA, -Ig = 1 maA: “UcE pat = 100 130 mYy

130
14 320) (& a3z20) (& 3z20)

EurzschlubB-Stromverstirkung
bei _UEB = 8 "I’, "'Ic = 1 mA:

a5 a5 iB6
{15...80) (25...60) (4 10)

bei ~Upp = 8 ¥V, I = 1 mA,

8y = =50 °C: [ 2 10
Grenzfrequens
bei =1 =6V, =I, =1 mA: f = 1,0 1.5 1,0 MHZ
CE ¥ C & ] ¥ ]
(0,3...3,5) (£ 1,0) )
W
Basisbahnwiderstand
bei ~Upg = 6 V, -Ip = 1 mA: Ty, - 125 (& 3s0) !
Eollektorkapazithit
bei =0 =6V, =Ip =1 mA: Tt = 45 50 40 pF
oE Poe ¢ (& 80) (% so) (§ 8o)
Rauschzahl
bei ~Ugg = 2V, -Ig = 0,5 mA,
H:-ﬁﬂﬂﬂ,!anSL F = B Li] B dB
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BCZ10
BCZMN
BCZ12
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. Emitterschaltung
ﬂ' '_-—=.-—— -UCE =6V
o
Y . 73
,_..r e \\_‘
2 ~— BCZ 1
N Bez 10
10
% = T ey 100
e
‘"“__:” BCZ 12
mit Kithlschelle 56 200,
Ry 1, =042 grd/mW
[
200
ohne ld‘lll.'"t,
Ry =05 grdimW T
100}
TN
1 3, (°C)
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